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【57】申請專利範圍
1.　一種薄膜電晶體(Thin-Film Transistor，TFT)面板缺陷之檢測方法，其中該 TFT面板包括
複數線路，包括複數第一偵測點、複數第二偵測點、複數第三偵測點與複數第四偵測

點，該檢測方法包括：以一第一探針對各該第一偵測點施加具有一第一參數的一第一電

氣信號，該第一電氣信號經由各該線路的各該第一偵測點流經對應的各該第三偵測點，

以使各該第一偵測點與對應的各該第三偵測點之間的一缺陷呈現一熔斷狀態；以一第二

探針對已施加該第一電氣信號之各該線路之各該第二偵測點施加具有一第二參數的一第

二電氣信號，使接收該第二電氣信號之各該第二偵測點和與其對應之各該第四偵測點間

形成一具有一第三參數之第三電氣信號，其中該第一參數高於該第二參數；將一回路探

針接觸至各該第四偵測點，測量各該第三電氣信號；以及以各該第三電氣信號相對於該

熔斷狀態的各該第三參數，確定各該第一偵測點及對應之各該第三偵測點間的該缺陷被

熔斷。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，其中該第一探針對該第一偵測點施加該第一電
氣信號與該第二探針對該各該第二偵測點施加該第二電氣信號在各該線路同時進行。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，其中該第一電氣信號、該第二電氣信號及該第
三電氣信號包括電流及電壓至少其中之一。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，其中該第一參數及該第二參數包括電流值、電
壓值至少其中之一，且該第三參數為電壓消失及電流消失其中之一。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，更包括依循一修補路徑對被熔斷的該缺陷之線
路段進行一雷射(Laser)修補。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，其中該第一探針與該第二探針為一體形成於一
治具。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之檢測方法，其中各該線路為一外圍線路、一驅動 IC線路
或一畫素區線路，且該缺陷線路段之位置具有一缺陷，該缺陷包括導電異物、一短路缺

陷或一微斷線缺陷。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之檢測方法，其中該第一及該第二參數係分別對應於一使用
者設定值，該驅動 IC線路係採用一陣列基板閘極驅動技術(Gate Driver on Array,GOA)製
作而成。

9.　一種半導體之缺陷檢測方法，其中該半導體具至少一線路，且該至少一線路包含複數個
位置，該檢測方法包括：施加一強制電壓使該至少一線路通電，使該位置的一缺陷熔

斷；施加一量測電氣信號逐一量測各該位置之電壓，以獲得該複數個位置之複數筆電

壓，其中該強制電壓的電壓值或電流值其中之一比該量測電氣信號的電壓值或電流值其

中之一高；以及比對各該電壓與相對各該位置的一參考電壓，當該電壓與該參考電壓的

差異不在一門檻值範圍內，確定該缺陷被熔斷。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之檢測方法，其中該線路通電包括將該線路施加該強制電
壓，使該缺陷位置呈現一隔離狀態，並以一後續檢修製程加以修補。

11.   一種檢測一半導體的缺陷之裝置，其中該半導體具至少一線路、該至少一線路包含複數
個位置、且該複數個位置等距相鄰分布，該裝置包括：一量測通電元件，用以施加一量

測電氣信號至該至少一線路上各該複數個位置；一量測元件，用以逐一量測各該複數個

位置，以獲得複數個輸出電氣信號；一比對元件，用以比對各該輸出電氣信號與一參考

電氣信號，當各該輸出電氣信號與該參考電氣信號的一差值超出一使用者設定值範圍

時，即判斷為一異常輸出電氣信號，並確定該異常輸出電氣信號所對應之線路為一缺陷

線路並標示該缺陷的位置；以及一強制通電元件，用以施加一強制電氣信號至該缺陷的

位置以熔斷該缺陷，其中該強制電氣信號的電壓值或電流值其中之一比該量測電氣信號

的電壓值或電流值其中之一高。

12.   一種檢測一半導體裝置一缺陷之方法，其中該半導體裝置具至少一線路，該方法包括：
提供一治具，其中該治具具一第一與一第二探針，且該第一與該第二探針間具一固定距

離；依該固定距離將該至少一線路分成複數檢測區段；透過該第一探針提供一強制信號

至各該檢測區段以熔斷該缺陷；以及透過該第二探針提供一檢測信號至已經提供該強制

信號之各該檢測區段，逐一檢測各該檢測區段，以獲得各該檢測區段之一檢測參數，其

中該強制信號的電壓值或電流值其中之一比該檢測信號的電壓值或電流值其中之一高；

以及比較該檢測參數與一參考參數，以決定各該檢測區段的該缺陷是否已被熔斷。

13.   一種準備存有一缺陷之一半導體裝置以供一進一步修復之方法，其中該半導體裝置具至
少一線路，該方法包括：提供一治具，其中該治具具一探針；將該至少一線路分成複數

檢測區段；透過該探針提供一電力至各該檢測區段以熔斷該檢測區段上缺陷；以及透過

該探針提供一檢測信號至已經提供該電力之各該檢測區段，逐一檢測各該檢測區段，以

決定各該檢測區段的該缺陷是否熔斷，其中該電力的電壓值或電流值其中之一比該檢測

信號的電壓值或電流值其中之一高。

14.   一種準備存有一導電異物之一半導體裝置以供一進一步修復之方法，其中該半導體裝置
具至少二線路，該方法包括：提供一治具，其中該治具具一第一與一第二探針；將該至

少二線路分成複數跨線檢測區段；提供一熔斷電力透過該第一探針至各該跨線檢測區段

以熔斷各該跨檢測區段的該導電異物；以及透過該第二探針提供一檢測信號至已經提供

該熔斷電力之各該檢測區段，逐一檢測各該跨線檢測區段，以決定各該跨線檢測區段該

導電異物是否已被熔斷，其中該熔斷電力的電壓值或電流值其中之一比該檢測信號的電

壓值或電流值其中之一高。

圖式簡單說明
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第一圖：是習知的 TFT面板缺陷之非接觸式檢測技術之側視示意圖；第二圖：是第一圖
中的檢測技術於發現缺陷時之側視示意圖；第三圖：是習知的 TFT面板缺陷之接觸式檢測技
術之側視示意圖；第四圖：是第三圖中的檢測技術於發現缺陷時之側視示意圖；第五圖：是

習知的 TFT面板缺陷之接觸式及非接觸式混合檢測技術之側視示意圖；第六圖：是習知的 TFT
面板之正常線路與具有微斷線缺陷的線路之俯視示意圖；第七圖：是習知的薄膜電晶體(TFT)
面板缺陷的外圍線路之俯視示意圖；第八 A圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)
玻璃基板的四探針缺陷檢測裝置示意圖；第八 B圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體
(TFT)玻璃基板的四探針缺陷檢測位置示意圖；第九 A圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜
電晶體(TFT)玻璃基板的三探針缺陷檢測裝置示意圖；第九 B圖：是本發明較佳實施例之一種
薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的三探針全線式線路缺陷檢測位置示意圖；第九 C圖：是本發明較
佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的三探針區段式線路的缺陷檢測位置示意圖；第十
A圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的三探針跨線路缺陷檢測裝置；
第十 B圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的三探針全線式跨線路缺陷
檢測位置示意圖；第十 C圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的三探針
區段式跨線路缺陷檢測位置示意圖；第十一 A圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體
(TFT)玻璃基板的雙探針缺陷檢測裝置示意圖；第十一 B圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜
電晶體(TFT)玻璃基板的雙探針全線式線路缺陷檢測位置示意圖；第十一 C圖：是本發明較佳
實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的雙探針區段式線路的缺陷檢測位置示意圖；第十二
A圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的雙探針跨線路缺陷檢測裝置示
意圖；第十二 B圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻璃基板的雙探針全線式跨
線路缺陷檢測位置示意圖；以及第十二 C圖：是本發明較佳實施例之一種薄膜電晶體(TFT)玻
璃基板的雙探針區段式跨線路缺陷檢測位置示意圖。
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